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Anordning i modulatorer.

Oppfinnelsen vedrtrer en anordning i modulatorer, som omfatter

i det minste et par for bmrefrekvensspenningen parallellkoblete
og for signalspenningen motaktkoblete transistorer, hvilket par
transistorer har emitterelektrodene forbundet ved hjelp av en’
resistans, hyvilken er forsynt med et forste uttak, og basiselek-

trodene forbundet ved hjelp av en med et andre uttak forsynt

- vikling pd en forste transformator, over hvilken signalspenning-

en innmates til modulatorenj over hvilke nevnte forste og andre :

"~ uttak bazrefrekvensspenningen innmates til modulatoren, samt

i kollektorelektrodene forbundet ved hjelp av en med et tredje ut-
‘ tak forsynt andre transformator, over hvilken den modulérte sig-
; nalspenning uttas fra modulatoren; over hvilken nevnte forste-

‘ og tredje uttak matningslikespenning tilfores modulatoren.

I _transistormodulatorer oppstir ofte vanskeligheter med & frek-

|
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_ venstransponere signalspenninger uten at disse amplitude blir

“avhengig av amplitudevariasjoner i bzrefrekvensspenningskilden.

" Ved meget hOye frekvenser blir utgangssignalet direkte avhengig

av berefrekvensspenningskildens amplitude. Ved hittil anvendte
losninger av dette proplem har man anvendt forskjellige metoder.
En metode er 4 anvende en mellom bzrefrekvensspenningskilden og -

" modulatoren innkoblet forsterker, som inneholder regulerings-
" kretser, slledes at en konstant barefrekvensspenning alltid inn-

. mates til modulatoren. En annen metode er & anvende en bzrefre-

" kvensgenerator til hvis utgang er tilkoblet en diodebegrenser,

idet der fra denne fas en firkantbdlge, som derpa filtreres i et

ila§passfilter. Det fra lavpassfilteret mottatte signal, som inn-
-mates til modulatoren, blir derved mindre avhengig av variasjon-

er i basrefrekvensspenningen.

En modulator av den: type som er angitt i det foregdende er van-

* ligvis anordnet sdledes at transistorene arbeider i klasse B-dr- .
ift. Under bmrefrekvensépenningens positive halvperiode blir

f transistorene derved ledende. Den kollektorstrom som f&s utgjor-
. es da av en serie pulser med like stor hoyde. Ved innkobling av
i signalspenningen til modulatoren vil pulshoyden altsd variere i
" takt med signalspenningens.frekvans; En modulatorkobling av den

H

: angitte type krever nu en ganske hoy barefrekvenseffekt for at

f transistorene skal bli ledende. Denne effekt er avhengig av sto-

rrelsen av de resistanser som sammenbinder transistorenes emit-
terelektroder. Det foreligger imidlertid dé risiko for at bzre- ~
frekvensspenningen blir for hdy. Basisemitterdioden i transis-
torene mi nemlig ha en stdrre tillatt sperrespenning enn den pé-i
trykte berefrekvensspennings negative halvbtlge. Videre er basii
sstrommen direkte avhengig av bmrefrekvensspennlngens amplltudei
og dermed pavirkes ogsa utgangsspenningen av barefrekvensspen-
nlngen;varlasjoner. Dessuten kreves for & tilpasse bgrefrekvens-|
signallnngangen til en, f.eks. 75-ohm1g, matningsspenningskilde
~en transformator eller et impedanstransformerende ledd. Allerede
‘ved en frekvens av-5 & 6 MHz oppst&r problem med praktlsk 4 ut-
fore slike tilpasningsledd

. Hensikten med oppfinnelsen er &'uﬁhg§ §éii det foreghende nevnte
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ulemper; variasjoner 1 bmrefrekvensspenningens amplltude, hoy

nodvendig barefrekvenseffekt og tllpasnlngsvanskellgheter til
barefrekvenskilden. En anordning: 1folge oppflnnelsen kgenneteg—
nes da ved at modulatorens matnlngsllkespennlngskllde er forsynu
med en spenningsdeler,; som er koblet t;lALranslstorens bas;sele—;’

!

ktroder og anordnet siledes at pransistoygne.gis>en slik basis-

forspenning at de arbeider i klasse AB-drift. ?

Oppfinnelsen skal teskrives nermere i forbindelse med Tegningeneb
hvor o _ !
: !

Fig. 1 viser en anordning i prinsipp i overensstemmelse med Qpp-“
finnelsen.

Fig. 2 viser basisstrommen som fumksjon av basisemitter-spennin-
gen, og :

Fig. 3 viser en praktisk utforelsesform ifdlge oppfinnelsen.

Fig. 1 viser en modulaesorkobling, som omfatter transistorene Tl
og T2, hvilke er koblet til enxlnngangstranaformator Trl ofg en
utgangstransformator Tr2. Til.inngangstransformatoren Trl inn-
mates sxgnalspenningen over klemmene 1, 1 og fra utgangwuranb-
formatoren Tr2 uttas det modulerte signal over klemmene /,-2.
Parallelt med transformatorens Trl sekundervikling er mnkobleti
en resistans R3, og parallelt med transformatorens Tr2 primmrvikr
ling er innkoblet en resistans R4k. Transistorenes Tl og T2 emit
terelektroder er forbundet ved hjelp av to seriekoblete resis tai
nser Rl og R2. Mellom disse resistansers foreningspunk: A og etf
midtpunktsuttak pa inngangstransformatorens sekundarvikling inn-
mates berefrekvenssignalet til modulatoren over klemmene 3, 3.
Mellom samme foreningspunkt'A og et midtuttak pa utgangstrans-
formatorens primervikling tilfores likespenning til trensistor-
ene fra en likespenningskilde U. Over denne spenningskilde er
anordnet en spenningsdeler bestdende av resistansene R7 og R8.
Disse resistansers foreningspurkt og midtpunktsuttaket pa inn-
gangstransformatorens sekundarvikling -er forbundet,
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P& grunn av forblndelsen mellom spennlngsdelereb og mldtpunkts-
uttaket pé inngangstransformatoren gis transistorenes basiser en
viss forspenning. Denne er her valgt sdledes at transistorene
vil arbeide i1 klasse AB-drirt ‘Basisen er altsi forspent med en
konstant likespenning UBO. Likespenningen er da innstilt s&led-
es at en viss hvilestrom IBO gdr gjennom transistorene. Dette
vises pd fig. 2, hvor basisstrommen er inntegnet som funksjon av
basisemitterspenningen, P& tegningen er ogsé angitt spenningen
Ut over resistansen Rl respektive RZ, spenningen UE mellom basis
og. emitter, maksimal bazrefrekvensspenning +Ubf og maksimal nega-
tiv bszrefrekvensspenning -Ubf, spenningsdifferensen AUE over Rl
respektive R2 ved varierende berefrekvensspenning samt den puls-
erende basisstrom i. Av fig. 2 kan fdlgende tre tilfeller skill-
es uts

a) hvis‘AUq<‘UBE‘, fas en reguleringsvirkning i modulatoren
og modulatorens utgangsnivi holdes pd en konstant verdi.

Reguleringen skjer da som folger: For en tilstrekkelig stor ber-
efrekvensspenning vil p& grumn av basis-emitterdiodens iikerett-
ende funksjon en pulserende emitterstrﬁn'{t gd gjennom Rl respe-

ktive R2. Denne strom iE sammen med en emitterstrom IE = hFE - 1
BO gir over Rl respektive R2 spenningen UE. hFE er da stromfor-

sterkningsfaktoren for likestrdm. Antas det at bazrefrekvensspen-
ningen Cker, vil den pulserende emitterstrom oke og gi et til-
skudd AUE til spenningen UE over Rl respektive R2.Dette medfor-
er at spenningen UBE synker da UBE +UBO = konstant. ,§v1lestrom-
men IBO vil minske og den totale emitierstrom IE + 1E og dermed
ogsd kollektorstrtmmen gjenncm belastningsmotstanden blir konst-
ant.

b) Bvis - Ubf(jUBE'v1l hvilepunktet for basisemitterdioden llgge
pd den krumme del av kurven og modulatoren vil arbeide i klasse
A-drift. De Onskete frekvenskomponenter (summen av eller differ-
ensen mellom berefrekvens- og signalspenning) har da sad lav spe-
nning sammenlignet med tilsvarende Spenning for en modulator som
arbeider i klasse B- eller AB-drift .at den ikke f3r noen prakt-
isk anvendelse. '



*} Hvis &Z&UEE = EU@EQ blir hvilestrémmen IBO = 0. og modulatoren
t&r over til & arbeide i klasse B-drift, -idet reguleringsvirkming
rteblir. .

b
in utférelsesform av modulatoren iftlge oppfinnelsen beregnet for
praitisk bruk vises I fig. 3. Modulatoren cmfatter foruten de t
romponenter som er blitt angitt i forbindelse med beskrivelsen avw
fig. 1 et motstandskoblet forsterkertrinn som er immkoblet mellom
spenningsdeleren og tranzistoremes Tl og T2 basiser. F@rsmerker—§
trinnet har som forsterkmingselement transistorem T3, hvis hasﬁsi
forspenning reguleres ved hjelp av resistansene RI2 og R13. Over
inngangen 3, 3 for berefrekvenssignalet er innkoblet em resismané
Rl ved hjelp av hvilken inngangsimpedansen av inngangen 3, 3 kan
reguleres. I forsterkertrinnet imnngdr videre en filteranordning }
bestiende av resistansen RlS’ég kondensatoren C3, hvilke er inn- .
koblet mellom likespemningskilden og jord. Til denme anordming er
spemningsdeleren koblet, hvilkem her utgjores av resistansene R%,
R10 og RLl samt transistorem T3. Fra transistorens T3 kollestor
uttas den spennimng som tilfores tramsistorems Tl og T2 vasiser
via midtpunktuttaket pd inngangstransformatorens Tri sekundwrut-
vikling. Over likespenningskilden er dessuten inmkoblet en be- ‘
skyttelseskrets for tramsistoreme T} og T2, hvilken omfatter
resistansene R5, R6 og kondensatoren Cl.

For & f& konstant hvilestrém IBG til trarmsistorene Tl og T2 kan
map altsd entem anvende en resistiv spenningsdeler som vises péd
fig. 1 eller et forsterkertrinn som vises p& fig. 3. Forsterker-
trinnet kan utover den variant som vises p& Fig. 3 utfSres som
en emitterfoliger, dvs. midtpunktsuttaket péd transformatoren Trl
kobles til emitteren pd transistoren TY og kollektoren pa trans-
istoren T3 kobles til jord. Av disse to alternativ'er'd@g det i
fig. 3 fremstilte & foretrekke pd grumm av at denne kobling blir
i hoy grad temperaturuavhengig. Temperaturvariasjoner i forsetrk-
ertransistoren T3 har memlig i denne kobling en temperaturkom-
penserende innvirkmning pad temperaturdriften i medulatortransis-
torene Tl og T2. Ved hjelp av det i fig. 3 viste motstandskoble-
de forsterkertrinn oppnas ogpd at berefrekvenseffekten blir min-
dre og en viss mulighet f&s til & variere impedansen ved bzre-
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frekvensinngangen innentor visse grenser.

|
Ved hijielp av de i det foregéende beskrevne modulatortyper ifﬁlgev
oppfinnelsen'fés:éltsé en kobling; i hvilken utgangsspenningen ;
blir uavhengig av variasjoner i .tzrefrekvensspenningen. Det har
vist seg at i slike koblinger forblir utgangsspenningen upavirk-

1

et ogsd ved sd hdye frekvenser som f.eks. 40 kHz.

Patentkrayv,

1. Anordning i modulatorer; som omfatter i det minste et par for
barefrekvensspenningen parallellkoblete og for signalspenningen
mottaktkoblete transistorer, hvilket par transistorer har emitt-
erelektrodene forbundet ved hjelp av en resistans, hvilken er
forsynt med et forste uttak, og basiselektirodene forbundet ved
hjelp av en med et andre uttak forsynt vikling p& en {Grste
transformator, over hvilken signalspenningen innmates (il moau-
latorenj over hvilke nevnte fdrste og andre uttak barefrekvens-
spenhingen innmates til modulatoren, samt kollektorelektrodene
forbundet ved hjelp av en med et tredje uttak forsynt andre
transformator, over hvilken den modulerte signalspenning uttas
fra modulatoren; over hvilke nevnte I'Crste og tredje utlak mat-
ningslikespenning tilfdres modulatoren, k a ra k t er i s e -
rt ved at modulatorens matningslikespenningskilde er for-
synt med en spenningsdeler, som er kcblet til transistorenes
basiselektroder og anordnet sdledes at transistorene gis en slik
basisforspenning at de arbeider i klasse AB-drift. '

2. Anordning som angitt i1 krav 1, karak terisert

v ed at det mellom nevnte spenningsdeler og transistorenes
basiselektroder er anordnet et mctstandskoblet forsterkertrinn,
hvis utgang er direkte kotlel til modulatoren.

Anfgrte publikasjoner: -



122132

77 4

> | A
I% 2
7 H K
+ 72
R7 |R8
T AV
» 41- JDU
3 =

/8 4
| //
| //
s
’ /

N B VWA J’BOJ
: U UBE
 UE UBE

UBO

~UbF | +UbF




122132

77
1A -
7 [ c1
e 3R3 R1E —h—
—_— : A r——;\{?‘
; ‘ii R2 RG
= 2N\
R15
AV~
ll_.__<.
R9 | RIO T3 ne2
v‘v‘v‘ v‘v ‘—m————
R11
m— M —
7 5 R12 -]—c4R’3 ]
IC -i: R4 oy
b T - ¢ U
3 3




	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - CLAIMS
	Page 7 - DRAWINGS
	Page 8 - DRAWINGS

